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摘要(译)

电容微加工超声换能器（CMUT）器件包括至少一个CMUT单元，该单元
包括具有顶侧的第一衬底，该顶侧包括在其上的包括厚的和薄的电介质
区域的图案化的电介质层。膜层结合在厚电介质区域和薄电介质区域
上，以在微机电系统（MEMS）腔上提供可移动膜。穿透衬底通孔
（TSV）包括从第一衬底的底侧延伸到膜层的顶表面的电介质衬垫。顶
侧金属层包括在TSV之上，在可移动膜上方的第一部分，并且将TSV耦
合到可移动膜。图案化金属层在第一基板的底侧表面上，包括接触第一
基板的与TSV侧向的底侧的第一图案化层部分。
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